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半導体デバイスにおける信頼性低下要因の一つとして，ゲート絶縁膜起因による電流電圧特性

のしきい値(Vth)変動があり，その原因として絶縁膜中トラップと界面準位が知られている。本研

究では，絶縁膜中トラップおよび界面準位の評価に Isochronal annealing法[1]を適用した。Isochronal 

annealing 法は，アニール温度を段階的に高めながら，アニールと室温でのデバイス特性評価とを

逐次行う方法であり，アニール温度依存性からエネルギ分布の評価が可能である。 

測定に用いた試料は，ゲート絶縁膜が SiO2，チャネル長 1μｍの p チャネル MOSFET である。

ゲート電圧 Vgおよびドレイン電圧 Vdをともに–11V として 300s保持し，チャネルホットキャリア

によるストレスを印加した。このストレスによる Vth変化のうち，絶縁膜中トラップ起因のシフト

⊿Votは–0.27V，界面準位起因のシフト⊿Vitは–0.91V であった。図(a)に，Isochronal annealing 法に

より測定した，⊿Votおよび⊿Vitのアニール温度依存性を示す。⊿Vot，⊿Vitともに 200℃付近から

回復し始め，約 450℃で完全に回復する。⊿Votおよび⊿Vitのアニール温度依存性の微分 d⊿Vot/dT

および d⊿Vit/dT を図(b)に示す。d⊿Vot/dT は 150～450℃にかけてブロードに分布するが，d⊿Vit/dT

は 350℃付近にピークを持つ。講演では，アニール温度依存性とエネルギ準位の関係，および，

絶縁膜中トラップと界面準位のストレス条件依存性について議論する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] L. Dusseau, et al., J. Appl. Phys., 81 (1997) pp.2437-2441. 
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Figure (a) Isochronal annealing curves of threshold voltage shifts (⊿Vot and ⊿Vit).   

(b) Differential curves of ⊿Vot and ⊿Vit. 
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